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【はじめに】高 In 組成 InGaN LED は格子不整合による欠陥に導入、結晶歪による大きな内部電

界などにより高効率化が困難である。高品質な InGaN 結晶を作製することが高効率発光において

極めて重要であると考えられる。本研究は c 面サファイア基板上に橙色 LED を作製し、AlN 中間

層と AlGaN 障壁層を用いることで InGaN 活性層中に働く強い圧縮歪の補償を行うことで、高品質

な InGaN 結晶の作製を狙った。このように、歪補償効果による橙色 LED の高効率化を検討したの

で報告する。 

【実験および結果 】MOVPE 法を用いて、c 面サファイア基板上に In0.33Ga0.67N/AlN/(Al)GaN 多重

量子井戸を有する橙色 LED 構造を作製した。発光波長は 20 mA 注入時において約 600 nm であっ

た。InGaN多重量子井戸構造の表面状態をSEMによって評価したところ、GaN障壁層の場合では、

多重量子井戸の表面に小さなピットが多数確認された。これは InGaN 層による大きな圧縮歪のエ

ネルギーを解放するために発生したものと考えられる[1]。一方、Al0.03Ga0.97N 障壁層では、面内に

働く圧縮歪が補償されたことによって、ピット密度は 2.1 × 109 cm-2 から 8.6 × 108 cm-2 に減少した。

障壁層を GaN から Al0.03Ga0.97N に変更することで、InGaN 層の品質改善に大きく寄与しているこ

とが確認された。次に、EL 測定を行った。図 1 に EL スペクトルを示す。障壁層に Al0.03Ga0.97N

を用いることで、InGaN の相分離による 440 nm 帯の発光が低減することが分かった。また、発光

の半値全幅は約 48 nm(170 meV)と狭いことから、InGaN 量子井戸内での In の組成揺らぎが小さい

ことが分かった。今回作製した橙色 LED の光出力

は、20 mA 注入時で 0.13 mW から 0.34 mW に向上

した。障壁層に AlN および AlGaN を用いることで、

高 In 組成 InGaN 系 LED の発光効率向上に非常に

有効であることが分かった。 
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図 1 20 mA 注入時の発光スペクトルの比

較。挿入写真は、AlGaN 障壁層を用いた

LED の発光の様子。 
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